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@ Uchtinformatlonsaufzeichnungsmaterial 

Es wird ein U^tiirfom.auonsaiibeichnungsmatenal vor- 
geschlagen. Das Material besteht aus emem Substrat m.t 
2£ darauf gebildeten Aufzeichnungsschicht. *e aus e.- 
^ Gemisch aus einem Metall und einer Metallvert»ndun B 
besteht Die Metalhrerbindung ist aus der Gnippe »onW«- 
nem Metallborid. (H) einem Metaled, (in) emem , MetoM- 
carbid. (iv) einem Metallnitrid und (v) emem Metalloxid aus 

HfO^MaO^WOj. LajOa, YbjOj. NdjO* CeO* MnO, NiO. 

MM«Iahh n0 Das Aufzeichnungsmaterial kann erne Zwi- 
schenschicht und eine Schutzadueht aufweisen. Das Mate- 
rial hat eine ausgezeichnete Aiifze^ngsempf^hchkert. 

__ insbesondere im Hinblick auf Laserstrahlen und Uefert Bilder 

4* mit hoher Lagerungsstabilrtat. hoher Aufldsungsstarke so- 

™ wie gutem S/N-Verhaltnis. 
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Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial 



10 



Paten tansprtiche 

Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial , welches 
auf einem Substrat abgeschieden eine Auf zeichnungs- 
schicht tragt, die aus einem Gemlsch eines Metalles 
mit einer Metallverbindung aus der Gruppe von (i) Metall- 
boriden, (ii) Metallsiliciden , (iii) Metallcarbiden , 
(iv) Metal lnitriden und (v) Metalloxiden aus der 
Gruppe von: 

Sm 2°3' EU 2°3' M 2 0 3' Ga 2°3' Y 2°3' V 2°3' V0 2' 
TiO, Nb 2 0 5 , Hf0 2 , Mo0 2 , WC> 2 , La.^, Yb^, 

Nd 2 0 3 , Ce0 2 , MnO, NiO, Ge0 2 und ZnO 



geliildet ist. 



- 2 - 



3336445 



2 . Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB die Metallver- 
bindung aus einem Material der Gruppe (i) Metal lborid e ^> 
(ii) MetallsilicideD, (iii) Metallcarbiden und (iv) Metall- 
nitriden besteht. 

3. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallver- 
bindung aus einera Metalloxid besteht. 

4 . Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Menge der Metal lverbindung in der Auf zeichnungsschicht 
im Bereich von 10 bis 40 Vol.%, bezogen auf das Gesamt- 
volumen aus Metall und Metal lverbindung } besteht* 

5. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
Metallverbindung in der Auf zeichnungsschicht im Bereich 
von 10 bis 40 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen 
aus Metall und Metal lverbindung , betr^gt. 

6. Lichtinf ormationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Menge der 
Metallverbindung in der Auf zeichnungsschicht im Bereich 
von 10 bis 40 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen 

aus Metall und Metal lverbindung , betragt. 

7. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die Dicke der 
Auf zeichnungsschicht im Bereich von 100 bis 1000 8 liegt. 
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8. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , dafi die Dicke der 
Auf zeichnungsschicht im Bereich von 200 bis 600 8 liegt. 

5 9. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 

Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafi das 

Metal 1 aus In besteht. 

10, Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
10 Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi das Metall aus 
In besteht. 

11* Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Metall aus 
15 In besteht. 

12. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallver- 
bindung aus der Gruppe von TiB 2 , ZrB 2 , CaB g , SrB g , 

20 NbB 2 , MoB 2 , TaB 2 , V 3 Si, FeS± 2 , B g Si, SiC, VC, ZrC, 
B 4 C, HfC, TiN, TaN und Si 3 N 4 gewahlt ist. 

13. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Metall- 

25 verbindung aus der Gruppe von TiB 2 , ZrB 2# VC, Si 3 N 4 , 
und BgSi gewahlt ist. 

14. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daB die Metallver- 

30 bindung aus der Gruppe von Al 2 0 3 , TiO, Ge0 2 und Mo0 2 
gewahlt ist. 
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15. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, daB das 
Metall aus der Gruppe von Mg, Sc, Y r Ti f Zr, Hf, V, Nb, 
Ta, Cr f Mo, W, Meu, Re, Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt, 

Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Al, Ga, In, Si, Ge, Sn, As, Sb, Bi, 
Se und Te gewahlt 1st* 

16. idchtinformatioiisauf zeichnungsmaterial 
bestehend aus 

einem Substrat mit einer darauf abgeschiedenen 
Aufzeicbnungsschicht, die ein Gemisch aus einem Me- 
tall und einer Metallverbindung nmf aBt , wobei die 
Aufzeichnungsschicht eine Dicke im Bereich von 100 A* 
bis 1000 2 besitzt, wobsi das Metall aus der Gruppe von 
Mg, Sc, Y, Ti, Zr, Hf , V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, 
Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Al, 
Ga, In, Si, Ge, Sn, As, Sb, Bi, Se and Te gewahlt ist und 
worin die Metallverbindung aus der Gruppe von (i) 
Metallboriden, (ii) Metallsiliciden, (iii) Metallcarbiden 
und (iv) Metallnitriden gewahlt ist, wobei die Menge der 
Metallverbindung in der Aufzeichnungsschicht im Bereich 
von 10 bis 60 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen 
aus Metall und Verbindung, liegt. 

17. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 16, dadurch gekennzelchnet, daB die Menge der 
Metallverbindung im Bereich von 10 bis 40 Vol.%, bezogen 
auf das Gesamtvolumen aus Metall und Metallverbindung, 
liegt. 

18. Lichtinformationsauf zeichnungsmaterial nach 
Anspruch 16, dadurch gekennzelchnet, daB die Metallver- 
bindung aus der Gruppe von TiB 2 , ZrB 2 , CaB g , SrB g , NbB 2 , 



V 
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MoB 2f TaB 2r V 3 Si , FeSi 2 , B g Si, SiC r VC, ZrC, K^C, HfC, 
TiN, TaN, und Si 3 N 4 gewahlt ist. 

19. Lichtinformationsaufzeichnungsmaterial nach 
5 Anspruch 18 , dadurch gekennzeichnet , daB es weiterhin 

eine zwischen dem Substrat und der Aufzeichnungsschicht 
angebrachte Zwischenschicht enthSlt, wobei die 
Zwischenschicht eine Dicke im Bereich von 0,05 bis 
50 p besitzt. 

10 

20. Lichtinfonnationsaufzeichnungsmaterial nach 
Anspruch 18 , dadurch gekennzeichnet, daB sie weiterhin 
eine auf der Aufzeichnungsschicht angebrachte Schutz- 
sehicht enthalt, wobei die Schutzschicht eine Dicke im 

15 Bereich von 0,01 bis 500 m besitzt. 
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Die Erfindung betrif ft ein Lichtinformationsauf- 
zeichnungsmaterial zur Aufzeichnung wn Informationen 
unter Anwendung eines Lichtstrahls von hoher Energie- 
dichte. 

Die bekannten Auf zeichnungsmaterialien zur Auf- 
zeichnung von informationen unter Anwendung eines 
Lichtstrahls von hoher Energiedichte , wie Laser, um- 
fassen thermische Aufzeichnungsmaterialien zusatzlich 
zu lichtempfindlichen Materialien unter Anwendung von 
Silbersalzen. 

Bei den thermischen Aufzeichnungsmaterialien hat 
die Aufzeichnungsschicht eine hohe optische Dichte und 
absorbiert einen aufgestrahlten Lichtstrahl von hoher 
Energiedichte, wodurch ein lokaler Temper aturanstreg 
verursacht wird, der eine thermische Verformung, bex- 
spielsweise Schmelzen, Abdampfen und Aggregation, be- 
wirkt. infolgedessen werden die bestrahlten Telle ent- 
femt und andem den optischen Charakter. beispielsweise 
durch Ausbildung einer Differenz der optischen Dichte 
gegeniiber den unbestrahlten Teilen, wodurch die Lxcht- 
information aufgezeichnet wird. Derartige thermische 
Aufzeichnungsmaterialien sind giinstig, da das Aufzeich- 
nungsmaterial keine Behandlungen , wie Bntwicklung und 
Pixierung ben5tigt. Femer verursacht die Anwendung eines 
derartigen Auf zeichnungsmaterials keine Arbeit in einem 
Dunkelraum, da es fur gewtthnliches Raumlicht nicht 
empfindlich 1st. Weiterhin liefert das Aufzeichnungsma- 
terial ein Bild von hohem Kontrast und es ist moglich, 
informationen zu dem Aufzeichnungsmaterial zuzufUgen. 
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Im allgemeinen werden derartige thermlsche Aufzeich- 
nungsmaterialien haufig durch Omwandlung von aufzuzeich- 
nenden Infonoationen in elektrische Zeitreihesignale und 
Abtasten Oder Eastern des Auf zeichnungsmaterials mit 
einem Laserstrahl aufgezeichnet, desaen Intensitat ent- 
sprechend den Signalen moduliert 1st. Dieses Verfahren 
ist giinstig, da die aufgezeichneten Bilder in kurzer 
Zeit erhalten werden. 

Da die thermischen Aufzeichnungsmaterialien die 
vorstehend abgehandelten einzigartigen Merkmale be- 
sitzen, wurde die Anwendung der Aufzeichnungsmaterialien 
auf verschiedene Gebrauchszwecke, wie z. B. Binsatz fiir 
lithographische Druckfilme, Faksimi leauf z eichnungsma- 
terialien, Photomasken fur integrierte Schaltungen 
(IC) r Mikrofilme und dgl. , versucht und ein Teil dieser 
Anwendung ist nun in praktischem Gebrauch. Auf Grund 
der verschiedenen Gebrauchszwecke und Anwendungen wurden 
derartige Aufzeichnungsmaterialien aktiv entwickelt und von 
aahlreichen technischoi Stellai untersucht und verschiedene 
Materialien, wie Metalle, Kunststoffe, Parbstoffe, wurden 
als Materialien fur die Auf z eichnungs s chicht en vorge- 
schlagen. Diese Materialien sind praktisch beispielsweise 
in M.L. Levene und Mitarbeiter, Electron Ion and Laser 
Beam Technology, Auf zeichnungen des 11. Symposiums (1969), 
Electronics, Seite 50 (18. Marz 1968), D. Maydan, 
The Bell System Technical Journal, Band 50, Seite 1761 
(1971), CO. Carlson, Science, Band 154, Seite 1550 
(1966), in den OS-PS 4 188 214, 4 291 119, 4 216 501, 
4 233 626 und 4 188 214 und der GB-PS 2 026 346 beschrieben. 



Zu diesen bekannten Verfahren ist f estzustellen , daB 
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zahlreiche Bemiihungen unternoramen wurden, um die Auf- 
zeichnungsempfindlichkeit der Auf zeichnungsmaterialien 
zu verbessern. Die Bemtihungen hinsichtlich der Verbes- 
serung der Empf indlichkeit von Auf zeichnungsmaterialien 
bei Anwendung von diinnen Metallschichten sind nachfol- 
gend zusammengef aBt. 

Auf zeichnungsmaterialien unter Anwendung einer diin- 
nen Schicht eines Metalles, wie Bi, Sn, In, Al, Cr und 
dgl. , besitzen ausgezeichnete Eigenschaf ten , wie hohe 
AuflSsungsstarke und hohen Kontrast. Zahlreiche dieser 
Auf zeichnungsmaterialien haben jedoch eine Lichtref lek- 
tanz ftir Laserlicht von hoher als 50 %, so daB die 
Bnergie des Laserlichts nicht wirksam durch diese Auf- 
zeichnungsmaterialien ausgenfltzt werden kann. Deshalb 
ist die zur Aufzeichnung erforderliche Lichtenergie 
groB und eine Laserlichtquelle von hoher Ausgangsleistung 
ist zur Aufzeichnung einer Hochgeschwindigkeitsrasterung 
erforderlich r wodtirch die Auf zeichnungsvorrichtungen 
groBer und kostspieliger werden. 

Es wurden infolgedessen verschiedene Auf zeichnungs- 
materialien mit hoher Auf zeichnungsempf indlichkeit unter- 
sucht. Beispielsweise ist in der US-PS 3 560 994 eine 
aus Se-, Bi- und Ge-Schichten aufgebaute Auf zeichnungs- 
schicht beschrieben. In diesem Fall verringert die 
Schicht aus Ge die Lichtref lektanz der Schicht aus Bi 
fiir auf gestrahltes Licht und die Schicht aus Se ist 
eine leicht verdampf ende Schicht und beschleunigt die 
thermische Verformung der Bi-Schicht r welche die Haupt- 
aufzeichnungsschicht darstellt, so daB die erhaltene 
Auf zeichnungsschicht eine Lichtinformation mit weniger 
Energie aufzeichnen kann r als wenn eine Schicht aus Bi 
allein verwendet wird. Ferner ist eine Schicht zur 
Verringerung Oder Verhinderung der Lichtref lexion in 
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den US-PS 4 335 198 und 3 665 483 beschrieben. Auch 
eine Schicht zur Verringerung der thermischen Leit- 
fShigkeit, die zwischen der Auf zeichnungsschicht und 
dem Trager angebracht ist, 1st in der japanischen 
Patentanmeldung 12 637/'75 und der US-PS 3 911 444 
beschrieben. Ferner ist eine aus bestimmten Arten von 
Metallsulfiden, Metal If luoriden Oder Metalloxiden 
und einem Metall als Gemisch hiervDn Oder als Doppel- 
schicht hiervon aufgetaute Auf zeichnungsschicht in 
der US-PS 4 188 214 beschrieben. Ferner ist eine aus 
einem Gemisch eines anorganischen Materials und eines 
organischen Materials aufgebaute Aufzeichnungs schicht 
gleichfalls in der japanischen Patentanmeldung 5742/ f 79 
beschrieben. 

Wie vorstehend zusammengef aBt , wurden verschiedene 
Bemiihungen hinsichtlich einer hohen Empf indlichkeit 
allein unternommen und einige derartige Auf zeichnungs- 
materialieri wurden bis zur Stuf e der praktischen Brauch- 
barkeit verbessert. Die Systeme, bei denen diese Auf- 
zeichnungsmaterialien angewandt werden und die hierauf 
bezuglichen Verf ahren wurden auch hinsichtlich nicht 
nur der fur neue Anwendungsgebiete verwendeten Auf- 
zeichnungsmaterialien, sondem auch fiir die zu den 
vorstehenden Oblichen Zwecken verwendeten Auf zeichnungs- 
materialien verbessert. Bessere Bigenschaften sind jedoch 
fortgesetzt sowohl fiir die neuen als auch fiir die alten 
Anwendungen erforderlich. Insbesondere, falls ein thermi- 
sches Aufzeichnungsmaterial ftir neue Anwendungen , z. B. 
fiir optische Discmemories* ^verwendet wird, ist das Erfor- 
dernis fiir bessere Bigenschaften sehr stark und es ist 
praktisch schwierig, diese Erfordernisse unter Anwendxing 
der vorstehend abgehandelten iiblichen Auf zeichnungsma- 
terialien zu erfiillen. 

-*) Scheibenspeicher 
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Die Haupteigenschaften der fiir optische Disc- 
memories erforderlichen Auf zeichnungsmaterialien sind 
folgende: 

t1) Das Aufzeichnungsmaterial hat eine hohe 
Empfindlichkeit, die ein Hochgeschwindigkeitsschreiben 
der Daten erlaubt, 

(2) die Eeflexionsablesung Oder -information wird 
zur Vereinfachung des optischen Systems bevorzugt, so 
daB die Auf zeichmingsschicht eine hohe Lichtref lektanz 
zur Erzielung des vorstehenden Erfordernisses besitzen 
mufi, 

(3) das Aufzeichnungsmaterial muB eine chemische 
Stabilitat besitzen , die zur stabilen Beibehaltung der 
aufgezeichneten Information wahrend eines langen Zeit- 
raumes fShig ist, namlich Ar chi veigens chaf t en von min- 
destens 10 Jahren, 

(4) das Aufzeichnungsmaterial muB eine hohe Auf- 
losungs starke besitzen, die die Herstellung einer Auf- 
zeichnung von hoher Dichte erlaubt, 

(5) de^ Aufzeichnungsmaterial ergibt aufgezeichnete 
Bits von guter Form zur Erhohung des S/N-Verhaltnisses 
beim Lesen und fiir diesen Zweck ist die fehlende Ein- 
heitlichkeit der Kornung der Auf zeichnungsschicht und 

dgl. ungthistigr 

(6) das Aufzeichnungsmaterial muB eine ausgezeichnete 
Herstellungseignung besitzen, wozu beispielsweise die 
Aufdampfungsgeschwindigkeit wahrend der Dampfabschei- 
dung stabil ist und auch Zersetzung und dgl. wahrend 

der Dampf abscheidung nicht erfolgt und 

(7) die fiir das Aufzeichnungsmaterial verwendeten 
Materialien mussen nicht toxisch sein. 
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Es sind auch noch zahlreiche weitere Eigenschaf- 
ten fiir derartige Auf zeichnungsmaterialien zusatzlich 
zu den vorstehenden Eigenschaften erforderlich, die vor- 
stehend nicht aufgefuhrt sind. Von den vorstehenden 
5 Eigenschaften steht die Eigenschaft (1) , d. h. die 
hohe Empf indlichkeit , ganz allgemein im Gegensatz zu 
der Eigenschaft (2) r der hohen Reflektanz. Auch ist es 
allgemein schwierig, die Eigenschaften, wie Aufbewahr- 
barkeit, Nicht-ToxizitSt und dgl. bei Anwendung von Ma- 

10 terialien mit einer relativ hohen Empf indlichkeit, bei- 
spielsweise einer diinnen Te-Schicht, zu erfUllen. Auch 
ist fiir eine hohe Empf indlichkeit ein nieder-schmel- 
zendes Metall, wie In, Sn und dgl., als bevorzugt zu 
betrachten, jedoch ist im Fall einer Ein-Komponenten- 

15 DQnnschicht aus einem derartigen Metall die Diinnschicht 
anfallig fiir inselartige Strukturen, so dafl es schwie- 
rig ist, die Eigenschaft (5) mit einem derartigen Ma- 
terial zu erfiillen. 

20 Wie vorstehend angegeben, mils sen die fiir optische 

Discmemories verwendeten Materialien die bei weitem best- 
mSglichen Eigenschaften besitzen und tatsachlich sind 
bis jetzt Materialien, die gleichzeitig solche Eigen- 
schaften, wie hohe Empf indlichkeit , lange Aufbewahrbar- 

25 keit und Nicht-Toxizitat erfiillen, bis jetzt nicht be- 
kannt. 

Thermische Auf zeichnungsmaterialien mit einer aus 
einem Metall und einem nicht-metallischen Material 
30 (Metal lsulfide , Metallf luoride Oder Metalloxide) durch 
gleichzeitige Dampfabscheidung der Materialien, wie in 
der US-PS 4 188 214 beschrieben, aufgebauten Schicht 
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besitzen betrachtlich verbesserte Eigenschaften hin- 
sichtlich der vorstehenden Eigenschaften (1) bis (7). 
Jedoch zeigen Metallsulf ide eine Neigung zur Hydrolyse 
und Metallfluoride sind chemisch unstabil. Infolge- 
dessen leiden beide am Problem einer unzureichenden Sta- 
bilitat wahrend ihres verlangerten Gebrauches. Bei Unter- 
suchung einer aus einem Metall und Metalloxiden, wie GeO, 
PbO und SiO aufgebauten Auf zeichnungsschicht wird festge- 
stellt, daB immer noch deren optische Dichte und Empfind- 
liehkeit im Verlauf der Zeit stark geschSdigt Oder ver- 
schleohtert werden. Derartige Auf zeicbnungsschichten sind 
bis 3etzt nicht geeignet, vollig zufriedenstellende Eigen- 
schaften zu zeigen. Zur vollen Zuf riedenstellung der Anfor- 
derungen von sowohl hoher Empfindlichkeit als auch 
Lagerungsstabilitat geeignete Materialien miissen noch 
gefunden werden. Die japanische Patentanmeldung 124134/81 
beschreibt ein optisches Aufzeichnungsmaterial zur An- 
wendung bei optischen Discmemories , welches durch 
gleichzeitige Abscheidung von In und Si0 2 mit hoher 
chemischer Stabilitat auf einem Substrat erhalten wurde, 
so daB das Si0 2 in einer Menge von 40 bis 60 Vol.% des 
erhaltenen abgeschiedenen Gemisches abgeschieden ist. 
Dieses Aufzeichnungsmaterial hat jedoch noch den Nach- 
teil, daB die fur die Aufzeichnung einzusetzende Energie 
des Laserstrahls nicht ausreichend niedrig ist und 
die Geschwindigkeit der Aufzeichnung nicht ausreichend 
hoch ist. 

Eine Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaf- 
f unq eines Auf zeichnungsmaterials zur Anwendung in opti- 
schen Discmemories mit ausgezeichneten Eigenschaften 
hinsichtlich Auf zeichnungsempf indlichkeit , insbesondere 
fur Laserstrahlen, Lagerungsstabilitat, Auf losungsstarke 
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und S/N-VerhSltnis bei der Datenablesung neben den 
anderen verschiedenen f iir optische Scheiben erwarteten 
Eigenschaf ten , welches zu niedrigen Kosten zur Verfugung 
steht. 

Infolge ausgedehnter Dntersuchungen von Aufzeich- 
nungsmaterialien mit ausgezeichneter Empf indlichkeit , 
Lagerungsstabilitat und Auf 15sungsstarke wurde nun ge- 
funden, daB Metallboride , Metallsilicide, Metallcarbide , 
Metallnitride und spezif ische Metalloxide vorteilhaf te 
Eigenschaf ten zeigen, wenn sie mit einem Metall als Zumi- 
schun&fur die Aufzeichnungsschicht verwendet werden. 
Hierauf beruht die vorliegende Erfindung. 

Die Erfindung betrif ft Lichtinformationsauf zeich- 
nungsmaterialien , welche auf einem Substrat eine Auf- 
zeichnungsschicht abgeschieden besitzen, welche aus einem 
Gemisch eines Metalles mit mindestens einer Metallver- 
bindung aus der Gruppe von (i) Metallboriden , (ii) Metall- 
siliciden, (iii) Metal lcarbiden, (iv) Metallnitriden und 
(v) den nachfolgend aufgeftihrten Metalloxiden 

Sm 2 0 3# Eu 2 0 3# A1 2 0 3# Ga^, ? 2 0 3' V 2°3' V0 2* 
TiO, Nb 2 O s , HfO z , Mo0 2 r W0 2 , ^l 2 °3' rb 2 °3' 

Nd 2°3' Ce0 2' 1,110 ' Ni °' Ge0 2 Zn ° 
gehildet ist» 

In den Zeichnungen stellen die Fig. 1 bis 4 graphi- 
sche Darstellungen dar, die die Beziehung zwischen dem 
Schwellenwert fiir die Aufzeichnung und der prozentuellen 
Zusammensetzung fiir Schichten aus Gemischen von In mit 
TiB 2 , VC, Si 3 N 4 und Al 2 0 3 zeigen. Die Fig. 5 und 6 sind 
graphische Darstellungen, die die Abnahme der optischen 
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Dichte der Aufzeichnungsmaterialien im Verlauf der Zeit 
zeigen. 

Im Rahmen der Beschreibung der Erfindung im einz ei- 
nen konnen samtliche Substrate , welche allgemein in 
thermischen Aufzeichnungsmaterialien verwendet werden, 
fiir die Lichtinformationsauf zeichnungsmaterialien gemaB 
der Erfindung eingesetzt werden. Beispiele fiir Sub- 
strate umfassen Kunststoffe f wie Polymethylmethacrylat und 
Copolymere hiervon, Polycarbonat und Polyfithylentere- 
phthalat, Glas und Platten Oder Folien aus verschiedenen 
Met all en, 

Beispiele fur Metalle, die in der Auf zeichnungs- 
schicht gemaB der Erfindung verwendbar sind, umfassen 
Mg, Sc, Y, Ti, Zr, Hf , V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, 
Co, Ni, Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag f Au, Zn, Cd, Al f Ga, In, 
Si, Ge r Sn, As r Sb, Bi, Se und Te. Diese Metalle kSnnen 
einzeln, in Kombination Oder in Form von Legierungen 
verwendet werden. Hiervon werden Mg, Zn, Al r In und Bi 
auf Grund ihrer niedrigeren Schmelzpunkte bevorzugt 
verwendet. Om das Brfordernis gemaB (3) zu erfGllen, ist 
unter den anderen Erf ordernissen fiir die vorstehend 
abgehandelten optischen Disc-Memories das Metall giinstiger- 
weise nur minimal in Wasser 16slich und nur minimal 
oxidierbar. Urn das Erfordernis gemaB (1) zu erfullen, 
ist das Metall giinstigerweise so, daB es einen Film von 
einer so kleinen Dicke wie mSglich bildet, urn eine groBe 
Kapazitat fiir die Absorption von Licht zu haben, und so, 
daB es leicht durch die Absorption von Laserstrahlen ge- 
schmolzen wird. Auf Grund dieser Gesichtspunkte wird In, 
welches einen niedrigen Schmelzpunkt (157 °C) besitzt 
und minimal oxidierbar ist, am starksten bevorzugt 
verwendet . 
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Beispiele fiir mit den vorstehenden Metallen zu ver- 
wendende Metallverbindungen umfassen Metallboride, Me- 
tallsilicide. Metal lcarbide r Metallnitride und Metall- 
oxide aus der Gruppe von Sm 2 0 3 , EUjOjr A1 2 C> 3 , Ga 2 C> 3 , 

Y 2°3' V 2°3' V0 2' Ti0 ' Nb 2°5' Hf0 2' Mo °2' W0 2 ' La 2°3' 
Yb 2 0 3# Nd 2 0 3# Ce0 2# MnO, NiO, Ge0 2 und ZnO. 

Insbesondere gehoren Metallboride r Metallsilicide , 
Metallcarbide und Metallnitride zu der Kategorie von 
Metallverbindungen , welche auf Grund ihrer hohen 
Schmelzpunkte, beispielsweise TiB 2 : 2600 °C, VC: 2800 °C 
und dgl. , bisher als ungtinstig hinsichtlich der Empfind- 
lichkeit betrachtet wurden. Eb ist vSllig Oberraschend r 
dafl diese Metallverbindungen sich vorteilhaf t mit einem 
Metall bei der Herstellung von Lichtinformationsauf- 
zeichnungsmaterialien gemSB der Erf indung verwenden 
las sen. 

Unter den vorstehend aufgef flhrten Metallboriden , 

Metallsiliciden, Metallcarbiden und Metallnitriden wer- 

den TiB 2f ZrB 2 , CaBg, SrB g , NbB 2 , MoB 2# TaB 2 , VgSi, 

FeSi 2 , B g Si, SiC, VC r ZrC, B 4 C HfC, TiN, TaN und 

Si^N, bevorzugt im Rahmen der Erf indung verwendet, 
3 4 

da sie hinsichtlich der Verarbeitungsfahigkeit wahrend 
der Vakuumabscheidung , der Auf z eichnungsempf indl ich- 
keit und der Lagerungsstabilitat vorteilhaf t sind. 
TiB 2# ZrB 2# VC, Si^, B fi Si, ZrC, HfC, FeSi 2 , CaB g , 
SiC, V 3 Si, SrB g# MoB 2 und TaiB 2 werden starker bevor- 
zugt verwendet und TiB 2 , ZrB 2 , VC, Si 3 N 4 und B g Si 
werden am st arks ten bevorzugt. Obwohl der Grund fiir die 
hohe Empf indlichkeit und Lagerungsstabilitat dieser 
Metallverbindungen bis jetzt nicht gekiart ist, durfte 
als Grund fiir die hohe Empf indlichkeit angenommen wer- 
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den, daB diese Metallverbindungen , wenn sie in Form 
von Dfinnfilmen hergestellt werden, nicht transparent 
sind und zur Absorption von Licht unter EinschluB von 
sichtbarem Licht f Shig sind und deshaib eine hohe 
Wirksamkeit bei der Absorption von Las erstrahlen zeigen 
und daB weiterhin ihre thermische LeitfShigkeit niedrig 
1st und infolgedessen die Wanneenergie 
innerhalb des Dunnfilmes wirksam verbraucht wird. Die 
hohe Lagerungsstabilitat kann erklart werden, wenn man 
berucksichtigt, daB die Metallverbindungen kaum durch 
Wasser oder Sauerstoff beeinfluBt werden, was die 
Hauptursache fur Oxidation bilden durfte. 

Von sMmtlichen vorstehend aufgefiihrten Metalloxiden 
werden Al 2 0 3 , TiO, Ge0 2 und Mo0 2 bevorzugt verwendet. 

Die Menge der Metal lverbindung in der Auf zeichnungs- 
schicht liegt allgemein innerhalb des Bereiches von 
10 bis 60 Vol.%, bezogen auf das Gesamtvolumen aus Me- 
tallverbindung und Metall. Die Auf z ei chnungs emp f ind 1 ich- 
keit wird innerhalb dieses Bereiches verbessert. Wie 
sich aus den nachfolgenden Beispielen ergibt, wird die 
Empfindlichkeit markant verbessert, wenn die Menge in- 
nerhalb des Bereiches von 10 bis 40 Vol.% liegt. Falls 
sie weniger als 10 % ist, neigt die Grenzflache zwischen 
der Auf zeichnungsschicht und dem Substrat zum Opakwerden 
wodurch das S/N-Verhaltnis wahrend der Wiedergabe er- 
niedrigt wird. 

Obwohl die Dicke der Aufzeichnungsschicht in Abh&n- 
gigkeit von den verwendeten Materialien der Schicht vari 
iert, liegt sie allgemein innerhalb des Bereiches von 
100 8 bis 1000 £. Falls die Dicke unterhalb 100 8 liegt, 
nimmt die prozentuelle Absorption des Lichtes ab und 
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die Empfindlichkeit nimmt ebenfalls ab. Falls sie mehr 
als 1000 2 betragt, werden Empfindlichkeit und Auf 16- 
sungsst&rke erniedrigt. Palls ein Metalloxid als Metall- 
verbindung verwendet wird, betragt die Dicke der Auf- 
zeichnungsschicht vorzugsweise 200 8 bis 600 8 vom Ge- 
sichtspunkt der prozentuellen Absorption des Lichtes, 
der Empfindlichkeit und der Auflfisungsstarke. 

Ein Verfahren zur Ausbildung der Auf zeichnungs- 
schicht in den Aufzelchnungsmaterialien gemMB der Er- 
f indung kann die Vorbereitung eines Vakuumgef aBes , der 
darin erfolgenden Einverleibung von zwei Verdampfungs- 
quellen, namlich einer Widerstandsheizvorrichtung fur 
das Metall und einer Elektronenkanone fttr die Metall- 
verbLndung und bei der Anwendung dieses Vakuumgef aBes 
die gleichzeitige AusfOhrung der Dampf abscheidung des Me- 
taUsxand der Metallverbindung auf einem gegebenen Sub- 
strat umfassen. Das Mischverhaltnis dieser beiden Ma- 
terialien kann beeinfluBt werden, wenn die Verdampfungs- 
quellen jeweils mit einem Fllmdicken-Monitor vom 
Quarzoszillationstyp ausgeriistet werden und mittels 
der Monitoren die Geschwindigkeit der Aufdampfung der 
beiden Materialien gesteuert wird. Samtlichen anderen 
bekannten Filmausbildungsverf ahren , wie das Spriihver- 
fahren und das Ionenplattierverfahren kSnnen gleichfalls 
angewandt werden. 

Urn die Empfindlichkeit der Aufzeichnungsschicht ge- 
m3B der Erf indung weiterhin zu verbessern und die Haftung 
zwischen der Aufzeichnungsschicht und dem Trager zu 
verbessern, kann eine geeignete Zwischenschicht zwischen 
der Aufzeichnungsschicht und dem Trager durch Auf Ziehen, 
Dampf abscheidung und dgl. , ausgebildet werden. Beispiele 
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von fttr diese Zwischenschicht bevorzugt verwendeten 
Materialien umfassen halogenierte Polyolefine, haloge- 
niertes Polyhydroxystyrol , chlorierten Kautschuk, 
Nitrocellulose und dgl. # sowie nicht-metallische anor- 
ganische Materialien, wie SiO und Si0 2 - Die geeignete 
Dicke der Zwischenschicht betrSgt 0,05 bis 50 m und vor- 
zugsweise 0,2 bis 30 urn. 

Bei den Auf zeichnungsmaterialien gemSB der Erf indung 
kann eine aus einem anorganischen oder organischen Ma- 
terial bestehende Schutzschicht auf der vorstehenden , 
auf einem Trager ausgebildeten Auf zeichnungsschicht 
ausgebildet werden. Die Ausbildung einer Schutzschicht 
auf der Auf zeichnungsschicht ist fur die Verbesserung 
der Dauerhaftigkeit des Auf zeichnungsmaterials , die me- 
chanische Festigkeit des Auf zeichnungsmaterials , die 
Lagerlebensdauer des Auf zeichnungsmaterials und dgl. 
wirksam. Die Ausbildung dieser Schutzschicht stellt 
selbstverstandlich eine der bevorzugten Ausf tihrungsformen 
der vorliegendeaa Erf indung dar. 

Wie vorstehend angegeben, kann als Schutzschicht 
ein anorganisches Material oder ein organisches Material 
verwendet werden • Das Material muB eine gute Durch-. 
lSssigkeit hinsichtlich des fiir die Aufzeichnung und Ab- 
lesung verwendeten Lichtstrahls von hoher Energie besitzen, 
mufl eine hohe mechanische Festigkeit haben, 
mufi eine geringere Reaktionsf ahigkeit mit der Aufzeich- 
nungsschicht besitzen, muB gute Oberzugseigenschaften 
haben und leicht eine Schutzschicht bilden. 

Bevorzugte Beispiele fiir zur Herstellung der Schutz- 
schicht gemaB der Erf indung verwendete anorganische Ma- 
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terialien sind transparente anorganische Materialien r 
wie Al 2 0 3f Si0 2# SiO r MgO, ZnO, Ti0 2 , Zr0 2 , MgP 2 unci 
CuF 2 . Die Schutzschicht aus dem anorganischen Material 
kann durch Vakuumabscheidung , Aufspriihen, Ionenplat- 
5 tierung und dgl. ausgebildet werden. 

Es wird auch bevorzugt, organische Materialien ftir 
die Schutzschicht zu verwenden. Beispiele ftlr brauch- 
bare organische Materialien zur Anwendung ftir diese 

10 Schutzschicht umf assert verschiedene Harze Oder Polymere, 
wie Styrolharze, z. B. Polystyrol, Styrol-MaleinsSure- 
anhydrid-Harze und dgl., Vinylharz;e, z. B. Polyvinyl- 
acetat, Polyvinylalkohol , Polyvinylbutyral , Polyvinylfor- 
mal und dgl., Harze *Ier MethactylsSureesterreite, . bei- 

15 spielsweise Isobutylpolymethacrylat , Methylpolymeth- 

acrylat, und dgl., Harze der Amidreihe, beispielsweise 
Polydiacetonacry lamid , Polyacrylamid und dgl., Harze 
der Cellulosereihe, beispielsweise Xthylcellulose , 
Celluloseacetatlactat, Cellulosenitrat , Diacetylcellulose, 

20 und dgl., halogenierte Polyolefine, z. B. Polyvinylchlorid , 
chloriertes PolySthylen und dgl., Phenolharze, losliche 
Polyester , Idsliche Nylons Oder Polyamide, Gelatine und 
dgl. und Copolymere hieraus. Diese Harze werden in ver- 
schiedenen LBsungsmitteln gelost und konnen als derartige 

25 Losung nach bekannten ttberzugsverf ahren aufgezogen werden. 

Verschiedene Art en von LSsungsmitteln kSnnen fOr die 
vorstehenden Zwecke verwendet werden. Beispiele fiir Ld- 
sungsmittel umfassen Aceton, Methyl athylketon, Methyliso- 
30 butylketon, Methylcellosolve , Xthylcellosolve , Butyl- 

cellosolve, Methylcellosolveacetat , Athylcellosolveacetat , 
Butylcellosolveacetat , Hexan, Cyclohexan f Xthylenchlorid , 
Methylenchlorid, Benzol, Chlorbenzol, Methanol , Athanol, 



Butanol, PetrolSther, Dimethyl formamid void Verdiin- 
nungsmittel. Das Losungsmittel wird selektiv entspre- 
chend dem ftir die Schutzschicht verwendeten Harz ein- 
gesetzt. 

5 

Die vorstehend auf gef uhrten Harze konnen Pigmente, 
Mattierungsmittel , Plastif izierer , Gleitmittel und dgl. 
entsprechend dem Zweck der Schutzschicht enthalten und 
insbesondere ist der Zusatz von 0,1 bis 1 ,0 Gew.% einer 

10 hSheren FettsSure mit nicht weniger als 11 Kohlenstoff- 
atomenoder eines Saureamids hiervon wirksam zur Verbes- 
serung der Oberf L&chenf estigkeit des Auf zeichnungsma- 
terials. Die hShere FettsSure oder das hohere Saureamid 
konnen auch auf die Schutzschicht zu einer Dicke von 

15 0,001 bis 1 Mm in gewohnlicher Weise aufgezogen werden. 

Die optimale Dicke der erfindungsgemafi eingesetzten 
Schutzschicht wird entsprechend der Schichtf estigkeit , 
der Lagerlebensdauer , der Auf zeichnungsempf indlichkeit 
20 und dgl. gewahlt, wie sie ftir das Auf zeichnungsmaterial 
erforderlich sjLnd. Es ist jedoch besonders bevorzugt, 
wenn die Schicht eine Dicke von 0,01, bis 500 \m besitzt. 

Bine weitere Ausbildungsform der Schutzschicht urn- 
25 fafit die Ausbildung der Schicht in der Weise, daB ein 
Luftspalt zwischen der Auf zeichnungsschicht und der 
Schutzschicht gebildet wird, wie in der US-PS 4 074 282 
beschrieben. Bei dieser Ausbildungsform werden zwei 
Tr&ger, die jeweils die Auf zeichnungsschicht besitzen, 
30 mit einem Klebmaterial dazwischen und mit den Auf- 

z ei chnungs s chi chten in FlSchen-Flachen-Beziehung fixiert. 
GemaB dieser Ausf lih rungs form ist eine beidseitige Auf- 
zeichnung moglich- Diese AusfOhrungsform stellt eine 
der optima len Ausf Ohrungsformen der Erfindung dar, wenn 
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es notwendig ist, einen grofien Informationsbetrag auf 
eine optische Memoryscheibe auf zuzeichnen. 

Das giinstigste Verfahren der Laserauf zeichnung und 
5 der Laserablesung der Daten fiir den Zweck gemSB der 
Erfindung umfaBt, daB sowohl bei der Auf zeichnung als 
auch bei der Ablesung der Daten dies dadurch bewirkt 
wird, daB der auffallende Laserstrahl die Auf zeichnungs- 
schicht von der Substratseite her erreicht. Nach diesem 
10 Verfahren wird ein gutes S/N-Verhaltnis erhalten, da 

die GrenzflMche zwischen dem Substrat und der im Vakuum 
abgeschiedenen Schicht keineKOrnung zeigt, wShrend die 
Oberf ISche der Auf zeichnungsschicht roehr Oder weniger 
eine Kornung besitzt. 

15 

Wie vorstehend beschrieben, ist das Auf zeichnungs- 
material gemSB der vorliegenden Erfindung fur optische 
Disc-Memories SuBerst geeignet. Jedoch ist die Erfindung 
nicht auf diese Anwendung beschrSnkt und das Material kann al; 
20 Ersatz fiir lithographische Druckf ilme , als Faksimileauf- 
zeichnungsmaterial , lOPhotomasken , Mikrofilme und dgl. 
verwendet werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend spezif isch anhand der 
25 Arbeitsbeispiele beschrieben, ohne daB die Erfindung auf 
diese Beispiele beschrankt ist. 

Bei spiel 1 

30 Auf einem Polyathylenterephthalatsubstrat von 

100 \sm Dicke wurden gleichzeitig In (Reinheit 99,99 %) 
und die verschiedenen in Tabelle I aufgeftihrten Metall- 
verbindungen unter einem Vakuum von 5 x 10~ 5 Torr unter 
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Anwendung einer Widerstandsheizvorrichtung f tir In und 
eines Elektronenstrahls fiir die Metallverbindung dampf- 
abgeschieden. Die Dicke der Aufzeichnungsschicht betrug 
400 2 und die Menge der Metallverbindung betrug 25 Vol.%, 
5 bezogen auf das Gesamtvolumen aus Metallverbindung 

Metall. Das Mischverhaltnis der beiden Material! en wurde 
gesteuert, indem ein Filmdickenmonitor vom Quarzoszil- 
lationstyp angebracht wurde und die jeweilige Dampfab- 
scheidungsgeschwindigkeit durch den Monitor gesteuert 
10 wurde. In dieser Weise wurden die Auf zeichnungsmaterialien 
herges tellt . 

Zu Vergleichszwecken wurden Auf zeichnungsmaterialien, 
welche als Aufzeichnungsschicht eine Mischschicht aus 

15 Sn und SnS, eine Mischschicht aus In und GeO und eine 

Mischschicht aus In und SiO hatten, wie in der japanischen 
Patentanmeldung 20821/77 und der US-PS 4 188 214 ange- 
geben, nach dem vorstehend abgehandelten Verfahren herge- 
stellt. Ferner wurde ein Auf zeichnungsmaterial mit einer 

20 Mischschicht z&s In und Si0 2 (mit einer gesamten Schicht- 
dicke von 1000 8 und dem Gehalt von 40 bis 60 Vol.% SiO z ) , 
wie in der japanischen Patentanmeldung 124134/81 ange- 
geben, hergestellt. 

25 Die in dieser Weise hergestellten Auf zeichnungsma- 

terialien wurden der Auf zeichnung unter Anwendung eines 
Ar-Laserstrahls von 1 bis 2 m Durchmesser der statisch 
fur 100 n.sec projiziert wurde, zur Messung des Schwel- 
lenwertes f fir die Aufzeichnung (Laso rs tarke) unterworfen. 

30 In diesem Pall wurden die Schwellenwerte ftir die Auf- 
zeichnung mittels eines optischen Mikroskops bewertet. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle I enthalten. 
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Getrennt wurden die Auf zeichnungsmaterialien mit 
der Mischschicht , welche Metalloxide oder SnS als Me- 
tallverbindung enthielten, 30 Tage stehengelassen und 
die Schwellenwerte fiir die Auf zeichnung wurden gleich- 
falls in der gleichen Weise wie vorstehend g ernes sen. 
Die Ergebnisse sind in Klararaern in Tabelle I enthalten. 

Tabelle I 



1 0 Metal Iverbindung 



Schwellenwert fiir die 
Aufzeichnung (mW) 



Boride 

CaB 
TiB. 



6 



15 ZrB 2 
SrBg 
NbB 2 
MoB 2 
TaB 2 

20 Carbide 
SiC 
B 4 C 
VC 

zrc 

25 HfC 
Nitride 
TaN 

Si 3 N 4 
Silicide 

30 V 3 Si 

FeSi 2 
B 6 Si 



30 
30 
30 
40 
30 

30 
50 

30 
55 
30 
40 
50 

55 
35 

50 
30 
30 
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Tabelle I (Fortsetzung) 



Metallverbindung 



Schwellenwert f iir die 
Aufzeichnung (mW) 



c 
D 


Oxide 

Sm 2°3 
EU 2°3 


3 U 


*1 




Al 2°3 
Ga 2°3 


30 


(40) 




30 


(50) 


10 


Y 2°3 


30 


(30) 




V 2°3 


30 


(50) 




vo 2 


30 


(40) 




TiO 


30 


t A A\ 

(40) 




•25 


40 


(40) 


15 


Hf0 2 


40 


(40) 




MoO, 
z 


30 


(30) 




W0 2 


45 


(50) 




La 2°3 


45 


(60) 


20 


Yb 2°3 
Ce0 2 

MnO 


30 
40 
40 


(50) 
(50) 
(40) 




NiO 


50 


(50) 




Ge0 2 


30 


(40) 




ZnO 


30 


(60) 


25 


Nd 2°3 


40 


(50) 




SnS (mit Sn als Metal 1) 


60... 


(75) 




GeO 


30 


(65) 



30 



SiO 
SiO, 



50 
75 



(100) 
*2 



*1 



Schwellenwert fiir die Aufzeichnung nach einer 
Lagerung von 30 Tagen. 

*2: Nicht gemessen. 
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Aus der Tabelle ist zu entnehmen , daB die Auf- 
zeichnungsmaterialien bei Anwendung von Mischschichten 
aus In und den Metallverbindungen gemaB der Erf indung 
hohere Werte der Empfindlichkeit zeigten als diejenigen 
bei Anwendung von Mischschichten aus Sn und SnS # wie 
in der japanischen Patentanmeldung 20821/77 angegeben , 
und daB die hochste Empf indlichkeit zweimal so hoch als 
die Empfindlichkeit des Vergleichsauf zeichnungsmaterials 
war. Ferner zeigten die Auf zeichnungsmaterialien mit 
der Mischschicht aus In und dem Metalloxid gemSB der 
Erf indung einen Anf angsschwellenwert von 30 bis 55 mW, 
der mehr oder weniger gleich denjenigen von Auf zeich- 
nungsmaterialien mit Mischschichten aus In und GeO 
Oder Mischschichten aus In und SiO war, zeigten jedoch 
einen sehr geringen Abfall des Schwellenwertes nach der 
Lagerung von 30 Tagen und einen sehr geringen Abfall 
der Empfindlichkeit. Wie aus Tabelle I ersichtlich ist, 
versagte das Auf zeichnungsmaterial mit der Mischschifcht 
aus In und Si(> 2 , wie in der japanischen Patentanmeldung 
124134/81 angegeben, bei der Arihahme einer ausreichenden 
Empfindlichkeit . 

Bei spiel 2 

Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen 
Weise wie in Beispiel 1 hergestellt, wobei jedoch die 
Dicke der Auf zeichnungsschicht auf 400 8 fixiert wurde 
und das MischverhSltnis von In und TiB 2 geMndert wurde. 
Die Schwellenwerte fiir die Aufzeichnung wurden nach dem 
gleichen Verfahren gemessen und die Ergebnisse sind in 
Fig. 1 gezeigt. Es zeigt sich, daB diejenigen Materia- 
lien, welche 10 bis 40 Vol.% TiB 2 enthielten, eine habere 
Auf zeichnungsempf indlichkeit besassen . 



Beispiel 3 



Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt, wobei jedoch VC als 
Metallverbindung 7erwendet wurde. Es zeigte sich, daB 
diejenigen Materialien, welche 10 bis 40 Vol% VC ent- 
hielten, eine hohere Auf zeichnungsempfindlichkeit zeig- 
ten (Fig. 2) . 

Beispiel 4 

Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt, wobei jedoch Si 3 N 4 als 
Metallverbindung verwendet wurde. Es zeigte sich, daB die- 
jenigen Materialien, welche 10 bis 40 Vol.% Si 3 N 4 ent- 
hielten, hShere Aufzeichnungsempfindlichkeiten besassen 
(Fig. 3). 

Beispiel 5 

Auf zeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt, wobei jedoch B g Si als 
Metallverbindung verwendet wurde. Es wurden Shnliche 
Ergebnisse wie in Beispiel 2 erhalten. 

Beispiel 6 

Aufzeichnungsmaterialien wurden in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 2 hergestellt, wobei jedoch Al 2 °3 als 
Metallverbindung verwendet wurde. Es wurde gefunden, daB 
diejenigen Materialien, welche 10 bis 40 Vol.% Al 2 (> 3 
enthielten, eine hohere Aufzeichnungempfindlichkeit be- 
sassen (Fig. 4) . 
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Beispiel 7 

Das gleiche Verf ahren wie in Beispiel 1 wurde wieder- 
holt, wobei jedoch Auf zeichnungsmaterialien mit Misch- 
schichten aus In mit TiB 2 , VC, Si 3 N 4 Oder B g Si (mit 
einer gesamten Schichtdicke von 400 8 und dem Gehalt 
von 25 Vol.% TiB 2 , VC, Si 3 N 4 tew. B g Si) hergestellt 
wurden . Getrennt wurde ein Auf zeichnungsmaterial mit 
einer Mischschicht aus Sn und SnS, wie in Beispiel 1 
verwendet, hergestellt. S3mtlic'he Auf zeichnungsmateria- 
lien wurden bei 60 °C und 90 % relativer Feuchtigkeit 
stehengelassen und die J&nderungen der optischen Dichte 
im Verlauf der Zeit wurden gemessen (Fig. 5) . Es zeigt 
sich aus Fig. 5, daB die Aufzeichnungsmaterialien mit 
den Mischschichten aus In mit TiB 2 , VC, Si 3 N 4 oder 
BgSi gegenuber dem Auf zeichnungsmaterial mit der Misch- 
schicht aus Sn und SnS hinsichtlich SchSdigung der opti- 
schen Dichte auf Grund von Lagerung tiberlegen sind. 

Beispiel 8 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde wieder- 
holt, wobei Auf zeichnungsmaterialien mit Mischschichten 
aus In mit Al 2 0 3 oder Ge0 2 (mit einer gesamten Schicht- 
dicke von 400 £ und dem Gehalt von 25 Vol.% A1 2 0 3 oder 
Ge0 2 ) hergestellt wurden. Getrennt wurde ein Auf zeich- 
nungsmaterial mit einer Mischschicht aus Sn und SnS 
und ein Auf zeichnungsmaterial mit einer Mischschicht aus 
In und GeO in der gleichen Weise wie in Beispiel 1 her- 
gestellt. Die Materialien wurden bei 60 °C und 90 % rela- 
tiver Feuchtigkeit stehengelassen und die JSnderungen der 
optischen Dichte im Verlauf der Zeit wurden gemessen 
(Fig. 6). Es zeigt sich aus Fig. 6, da8 die Aufzeich- 
nungsmaterialien mit den Mischschichten aus In mit Al o 0 n 
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Oder Ge0 2 gegenuber den Auf zeichnungsmaterialien mit 
der Mischschicht aus Sn und SnS oder der Mischschicht 
aus In und Geo hinsichtlich der SchMdigung der opti- 
schen Dichte auf Grund von Lageirung iiberlegen sind. 

Die Erf indung wurde vorstehend anhand bevorzugter 
Ausftihrungsformen beschrieben, ohne daB die Erf indung 
hierauf begrenzt ist. 
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